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１．概要（Summary） 

近年、リソグラフィーなどを用いた 2 次元的なスケーリン

グ則をもとに製造されてきた Si MOSFET では、トランジ

スタとして実現しなくてはならないオン電流、消費電力、

短チャネル効果抑制の3つの要素が、互いにトレードオフ

の関係になってしまうことから、単純に微細化するだけで

は、性能の向上が見られなくなってきた。そのためSiに代

わる新しいチャネル材料として Si よりも高い電子、正孔移

動度を有する Ge が注目されている。しかしながら、Ge は

Si に比べて酸化膜との界面の制御が非常に難しいことか

ら、様々なプロセス検討が必要である。本研究では、ゲー

ト絶縁膜として Y2O3を使用した Ge ゲートスタックの性能

向上に向けたプロセスの検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子ビーム真空蒸着装置 

 

【実験方法】 

高真空反応性DCマグネトロンスパッタ装置でGe基板

上に Y2O3を堆積させた。スパッタは Ar/O2雰囲気、パワ

ー100 Wの条件で行った。その後同じ装置で Y2O3上に

TaNを堆積させた。スパッタは Ar/N2雰囲気、パワー100 

Wの条件で行った。作製したサンプルは以下の通り： 

(a) TaN/Y2O3 /Ge基板(TaN:30 nm, Y2O3:5 nm) 

(b) TaN/Y2O3/Ge基板(TaN:30 nm, Y2O3:15 nm) 

露光装置でパターンを露光した後、MOS キャパシタの電

極部分を作製するために電子ビーム真空蒸着装置を用

いて Au(250 nm)/Pt(15 nm)/Ti(15 nm)を TaN上に真

空蒸着し、リフトオフ法にて電極を作製した。その後 RIE

を用いて TaN をドライエッチングすることで電極を分離し、

PDA処理をした後にMOSキャパシタのC-Vを測定した。

PDAはN2雰囲気、温度 400℃、10分の条件で行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したMOSキャパシタのC-V特性をFig. 1に示す。 
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すべての周波数において C-V特性のヒステリシスが小

さいことから界面準位が低いことが予想される。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 C-V characteristics of TaN/Y2O3/Ge 

gate stack (a) Y2O3:5 nm, (b) Y2O3:15 nm. 


